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４ＨＳｉＣ紫外光光电晶体管模拟与分析
史瑞，陈治明
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摘要：根据光电晶体管的物理机理和 ＳｉＣ材料参数，建立了４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管的数值模型，
利用Ｓｉｌｖｃｏ软件对其ＩＶ特性和光谱响应等特性进行了模拟与分析；通过研究４ＨＳｉＣ紫外光电晶
体管不同结构尺寸下的光谱响应特性，对其各区掺杂浓度与厚度等参数进行优化设计。结果表

明，优化后的光电晶体管光谱响应范围为２００～３８０ｎｍ，峰值波长为２７０ｎｍ，相应的响应度为３００
Ａ／Ｗ，而对可见红外光的响应度均小于２Ａ／Ｗ，具有较高的紫外光分辨率，可以实现在较强的红外
及可见光背景下有效地进行紫外光探测。
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　　紫外光光电探测器在国防、天文、公共安全等
方面都有着广阔的应用前景，具有极高的军事和民

用价值，是光电探测领域的研究热点。采用宽带隙

半导体材料，如碳化硅（ＳｉＣ）、氮化镓（ＧａＮ）、金刚
石（Ｃ）等制造紫外光电探测器，可以在很强的可见
及红外线背景下检测２００～３８０ｎｍ波段的紫外光，
并具有耐高温及高效、高可靠性的特点，是理想的

紫外光电探测器材料［１４］。因为金刚石膜目前还很

难实现ｎ型材料，使其应用受限。所以用来制备紫
外光电探测器比较成熟的材料是 ＧａＮ与 ＳｉＣ，其中

ＳｉＣ材料更具优势。目前生长的 ＳｉＣ材料质量比
ＧａＮ要高，其缺陷密度低于 ＧａＮ的缺陷密度；ＳｉＣ
自身有衬底，而且可以在其上直接高温生长高质量

的ＳｉＯ２层，器件的制备工艺比 ＧａＮ材料成熟；采用
ＳｉＣ材料制备的光电探测器对紫外光波段的响应
较宽［５６］。

常见的光电探测器有ｐｉｎ光电二极管、雪崩光
电二极管（ＡＰＤ）、金属半导体金属（ＭＳＭ）型光电
探测器等。ｐｉｎ和 ＭＳＭ结构具有很多优点，但都
没有内部增益，对微弱光信号的响应度很低。ＡＰＤ
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可以利用雪崩倍增机制实现内部增益和光电流放

大，但其工作电压高、雪崩噪声大，制造工艺难度较

大。光电晶体管是另一种具有光电流放大作用的

光电器件，有光增益大、响应度高、无雪崩噪声、不

需要高的偏置电压等优点［７８］。

本文设计了一种４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管，并应
用二维器件仿真软件 Ｓｉｌｖａｃｏ对其 ＩＶ特性、光谱响
应、光电流与光功率的关系及光电增益进行了仿真

研究。

１　物理模型和材料参数的选取

１．１　迁移率模型
本文使用了软件的 ＡＮＡＬＹＴＩＣ模型 （Ａｎａｌｙｔｉｃ

ＬｏｗＦｉｅｌｄＭｏｂｉｌｉｔｙＭｏｄｅｌ）和ＦＬＤＭＯＢ模型 （Ｐａｒａｌｌｅｌ
ＥｌｅｃｔｒｉｃＦｉｅｌｄＤｅｐｅｎｄｅｎｔＭｏｂｉｌｉｔｙ）。ＡＮＡＬＹＴＩＣ模型
反映迁移率对杂质浓度和温度依赖关系，是一种低

场迁移率模型。ＦＬＤＭＯＢ是对平行电场依赖的迁
移率模型，实现了迁移率从低场和高场之间的平滑

过渡。本文对这两个模型组合使用，组合依照 Ｍａｔ
ｔｈｉｅｓｓｅｎｓ原则，１／μ＝１／μ１ ＋１／μ２ ＋１／μ３ ＋ …
＋１／μｍ。
ＦＬＤＭＯＢ模型的表达式为：

μｎ（Ｅ）＝μｎ（Ｔ）
１

１＋ μｎ（Ｔ）·Ｅ
Ｖ( )
ｓａｔｎ

β[ ]ｎ
１
βｎ

μｐ（Ｅ）＝μＰ（Ｔ）
１

１＋ μＰ（Ｔ）·Ｅ
Ｖ( )
ｓａｔｐ

β[ ]ｐ
１
β













ｐ

（１）

上式中的电子饱和速度 Ｖｓａｔｎ在本文中取 Ｃｒｅｅ公司
报道的Ｖｓａｔｎ ＝２×１０

７ｃｍ／ｓ，并假设空穴饱和速度
Ｖｓａｔｐ与电子相等，但取指数常数βｎ＝１，βｐ＝１．２１３。
μｎ（Ｔ）和μｐ（Ｔ）是温度依赖的迁移率模型，表达式
如下：

　　　　
μｎ（Ｔ）＝μｎ０

Ｔ( )３００
－αｎ

μｐ（Ｔ）＝μｐ０
Ｔ( )３００

－α{ ｐ
（２）

上式中μｎ０ ＝４６０ｃｍ
２／Ｖ·ｓ和μｐ０ ＝１２４ｃｍ

２／Ｖ·ｓ
为３００Ｋ时的电子和空穴迁移率，αｎ＝１．５和αｐ＝
１．５为温度常数，Ｔ表示由于晶格振动产生的温度。
１．２　复合模型

模拟中考虑了 ＳＲＨ（ＳｈｏｃｋｌｅｙＲｅａｄＨａｌｌ）复合
和俄歇（Ａｕｇｅｒ）复合。其表达式为：

ＲＳＲＨ ＝
ｐｈｎｅ－ｎ

２
ｉｅ

τｐ（ｎｅ＋ｎｉｅ）＋τｎ（ｐｈ＋ｎｉｅ）
（３）

式中，ｎｅ为电子浓度，ｐｈ为空穴浓度，ｎｉｅ为本征载流
子浓度。与掺杂浓度有关的电子寿命τｎ和空穴寿命
τｐ分别表示为：

　　　　　

τｎ ＝
τｎ０×

Ｔ( )３００
１．７２

１＋ Ｎｉ
３×１０( )１７

０．３

τｐ ＝
τｐ０×

Ｔ( )３００
１．７２

１＋ Ｎｉ
３×１０( )１７

０．















３

（４）

其中，τｎ０和τｐ０是３００Ｋ无掺杂半导体中的电子寿命
和空穴寿命，不同的材料取值不同。目前还没有看

到关于τｎ，τｐ这两个参数的实验值的报道，所以，利
用文献［９］中掺杂浓度为１×１０１５ｃｍ３的三组不同厚
度ｎ型４ＨＳｉＣ外延层少子寿命的实验数据，假设少
子寿命与外延层厚度有关。由于外延层厚度分别为

４０μｍ、１０μｍ、０．１μｍ时，对应的少子寿命分别为２
μｓ、０．２μｓ、０．００１μｓ，我们用 ＭＡＴＬＡＢ软件通过多
项式拟合，建立了４ＨＳｉＣ少子寿命同外延层厚度的
关系式：

τ＝０．０１ｄ＋０．００１ｄ２ （５）
式中，ｄ为外延层厚度，τ为少子寿命。本文即根据
该式估算器件各层电子和空穴的寿命。

带间俄歇复合在窄禁带半导体中和高温情况

下起着重要作用，虽然本文模拟的是宽禁带的

４ＨＳｉＣ材料，但是考虑了高温情况，所以有必要使
用俄歇复合模型，Ｓｉｌｖａｃｏ中的俄歇复合模型
ＡＵＧＥＲ表示为：

ＲＡｕｇｅｒ＝ＡＵＧＮｐｎ
２－ｎｎ２( )

ｉｅ ＋
ＡＵＧＰｎｐ２－ｐｎ２( )

ｉｅ （６）
ＡＵＧＮ，ＡＵＧＰ为俄歇复合净复合率，取值为ＡＵＧＮ＝
５×１０３０ｃｍ６／ｓ，ＡＵＧＰ＝１×１０３０ｃｍ６／ｓ。
１．３　不完全电离模型

ＳｉＣ材料的杂质电离率很低，在定义了
ＩＮＣＯＭＰＬＥＴＥ（不完全电离）模型之后，ＡＴＬＡＳ会自动获
得离化杂质浓度并据此计算电荷密度。计算公式为：

Ｎ＋Ｄ ＝
ＮＤ

１＋ｇｃｂ·ｅｘｐ
εＦｎ－（Ｅｃ－Ｅｄｂ）( )ｋＴ

Ｎ－Ａ ＝
ＮＡ

１＋ｇｖｂ·ｅｘｐ
Ｅｖ＋Ｅａｂ－εＦｐ）( )













ｋＴ

（７）

式中，ｇｃｂ ＝２和ｇｖｂ＝４是导带和价带的简并因子，
Ｅｄｂ ＝０．１ｅＶ和Ｅａｂ ＝０．２ｅＶ是杂质激活能，εＦｎ和
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εＦｐ分别为电子和空穴的准费米能级。
１．４　光吸收模型

需要建立４ＨＳｉＣ对紫外光的吸收文件，软件默
认的文件格式为不同波长对应的ｎ′，ｋ值，其中ｎ′为
材料的折射率，ｋ为材料的消光系数。通过搜集实验
数据计算每一个波长对应的ｎ′，ｋ值。根据３００Ｋ时
４ＨＳｉＣ的ｎ′与λ的关系图［１０］拟合出公式：

ｎ′( )λ ＝２．５５３７８＋３．４１７×１０４·λ－２ （８）
通过上式计算不同波长所对应的 ｎ′值。由３００

Ｋ时４ＨＳｉＣ的折射率ｎ′与波长的关系图可知，ｎ′值
随波长不同而改变的趋势基本不变，在文献中尚未

看到４５０ｎｍ以下波长对应的ｎ′值，所以文中涉及的
４５０ｎｍ以下波长对应的ｎ′值也利用公式（８）计算。
根据４ＨＳｉＣ材料吸收系数α与波长 λ的关系曲线
图［１０］可得出４ＨＳｉＣ对不同波长紫外光的吸收系数
值，再根据公式（９）计算不同波长对应的ｋ值：

α＝２ωｋｃ ＝４πｋ
λ

（９）

１．５材料参数的选取
介电常数 εｒ ＝９．７，禁带宽度 Ｅｇ（３００Ｋ）＝

３２３ｅＶ，电子亲和能 χ＝３８５ｅＶ，导带态密度
Ｎｃ（３００Ｋ）＝１．７×１０

１９ｃｍ３，价带态密度 Ｎｖ（３００
Ｋ）＝２．５×１０１９ｃｍ３。

２　器件结构与模拟结果

２．１　４ＨＳｉＣ紫外光光电晶体管结构设计
１）衬底　４ＨＳｉＣ材料天然显ｎ型，一般通过ｎ

施主掺杂获得ｎ＋型衬底，在模拟过程中我们采用ｎ＋

型衬底，设计其掺杂浓度尽可能高，因其均匀性较

好，易制备ｎ型欧姆接触电极；
２）ｎ型发射区　晶体管的发射区掺杂浓度不能

过低，厚度的设计要合理，太厚则表面的均匀性差，

同时也增加了器件的体电阻，太薄则无法减小衬底

缺陷对器件性能的影响；

３）ｐ型基区　由光电晶体管原理知，器件正常
工作时需要一个反偏受光结，通常由集电结作为此

受光结，则光电转换过程在集基ｐｎ结内进行。因为
衬底和受光层的掺杂浓度都远远大于 ｐ层，则集电
结与发射结的耗尽区都是在 ｐ层展开，为确保器件
不穿通，ｐ层不能设计的太薄，要满足Ｗｐ＞ｘｐ１＋ｘｐ２；
４）ｎ型集电区　采用ｎ＋型集电区，因其低阻特

性，可制备良好的ｎ型欧姆接触电极。对于光从正面
入射的光电晶体管而言，过厚的 ｎ＋层使２００～３８０
ｎｍ波段的紫外光在未到达集基反偏ｐｎ结就被ｎ＋

层吸收，而且波长越短，吸收就越明显，将导致

４ＨＳｉＣ光电晶体管对特定波段紫外光的响应度
下降。

分别取不同厚度的集电区和基区，对４ＨＳｉＣ紫
外光电晶体管的光谱响应进行模拟和分析。图１为
改变集电区厚度（Ｗｎ＋），其余尺寸不变的情况下器
件的光谱响应曲线。

图１　不同Ｗｎ＋下的器件的光谱响应曲线
Ｆｉｇ．１　ＣｕｒｖｅｏｆｓｐｅｃｔｒａｌｒｅｓｐｏｎｓｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔＷｎ＋　

从图１可以看出，器件的光谱响应峰值波长固
定为３００ｎｍ，响应度随厚度的增大而变小，特别是
在波长小于３５０ｎｍ波段变化更加明显。所以，为了
提高光电晶体管在短波段的响应度，其厚度值应尽

量小。仿真设定为０．２μｍ。集电结和发射结都是ｎ＋ｐ
结，将其接触电势差ＶＤ１ ＝１．９１４Ｖ，ＶＤ２ ＝１．８９８Ｖ
分别代入集电结和发射结势垒宽度计算公式计算

得：ｘｐ１＝０．５１μｍ，ｘｐ２＝０．４５μｍ。因此要使得基区
不发生穿通，其厚度 Ｗｐ为：Ｗｐ ＞ｘｐ１＋ｘｐ２ ＝０．９６
μｍ。通过仿真验证可知，在Ｗｐ≥１．４μｍ时，ｐ层没
有发生穿通。

图２为Ｗｎ＋ ＝０．２μｍ固定不变时，取不同Ｗｐ时
器件的光谱响应曲线。从图中可看出，器件的光谱

响应峰值波长为２７０ｎｍ，对应响应度随着 Ｗｐ的增
大在２２０～３５０ｎｍ波段呈减小趋势。所以，为了提高
光电晶体管在该波段的响应度，其 Ｗｐ值应尽量小
（≥１４μｍ），同时，综合考虑器件的响应时间不能
太大，否则会使得频率特性变差，因此，我们将 ｐ层
的厚度定为Ｗｐ ＝１．８μｍ。器件的结构图见图３。

图２　不同Ｗｐ下器件的光谱响应曲线
Ｆｉｇ．２　ＣｕｒｖｅｏｆｓｐｅｃｔｒａｌｒｅｓｐｏｎｓｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔＷｐ　
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图３　４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管结构示意图
Ｆｉｇ．３　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｃｈｅｍａｔｉｃｏｆ４ＨＳｉＣＵＶｐｈｏｔｏｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ

　

２．２　模拟结果及分析
４ＨＳｉＣ光电晶体管除了对入射光的波长有限

制外，对入射光功率密度也有一定的检测范围，将

入射光波长暂时定为２７０ｎｍ，模拟了光电流与光功
率密度的关系如图４。

图４　光电流与入射光功率的关系曲线
Ｆｉｇ．４Ｒｅｌａｔｉｏｎｃｕｒｖｅｏｆｏｐｔｉｃａｌｃｕｒｒｅｎｔａｎｄｒａｄｉａｔｉｏｎｐｏｗｅｒ

　

从图４可以看出，当入射光功率密度超过０．１

Ｗ／ｃｍ２时，光电流和光功率密度将不成正比，产生非
线性失真。用非线性饱和原理来解释这一现象，对

于光探测放大电路，随着入射光功率和输出电流的

增大，检测电路中负载电阻上的压降增大，光电探

测器实际压降减小，耗尽区内电场减弱，当内电场

不足以使光生载流子达到饱和漂移速度时，单位光

功率产生的光电流将变小，光电流和光功率密度将

不成正比，则当入射光功率密度太大时，就会产生

非线性失真。图中可以看出紫外光电晶体管有非

常宽的线性工作区。

图５为不同光功率密度下，光电晶体管的 ＩＶ
特性曲线，也可看出在光功率密度大于０１Ｗ／ｃｍ２

时，光电流的增长趋势放缓，光功率密度增加到１０
Ｗ／ｃｍ２，光电流并没有增加超过一个数量级。说明
光电晶体管对强入射光的探测非常稳定，对弱输入

光也有很强的响应。

图５　不同光功率下的ＩＶ特性曲线
Ｆｉｇ．５ＩＶｃｕｒｖｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｒａｄｉａｔｉｏｎｐｏｗｅｒ

　

确定入射光功率后，在集电极加５Ｖ偏压下对
光电晶体管的光谱特性进行模拟，图６为４ＨＳｉＣ光
电晶体管的光谱响应曲线。

图６　４ＨＳｉＣ光电晶体管的光谱响应曲线
Ｆｉｇ．６　Ｓｐｅｃｔｒａｌｒｅｓｐｏｎｓｅｃｕｒｖｅｏｆ４ＨＳｉＣｐｈｏｔｏｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ

　

　　图６（ａ）为其中２００～４００ｎｍ波段的光谱响应
曲线。图中可见，该光电晶体管的峰值响应波长位

于２７０ｎｍ，对应的峰值响应度为３００Ａ／Ｗ，并且在
２００～３３０ｎｍ波长范围呈现出较为平坦的光谱响
应，响应度均大于１００Ａ／Ｗ，没有出现类似于 ＧａＮ

基光电探测器的陡峭光谱响应截止边，这是由于

４ＨＳｉＣ是间接带隙半导体材料，在带边截止波长
（λｃ≈３８０ｎｍ）处不会出现锐截止。图６（ｂ）为３８０
～１０００ｎｍ波长范围内的光谱响应曲线。图中可
见，此波长范围内的可见红外光的响应度均小于２
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Ａ／Ｗ，其紫外可见响应比超过两个数量级。说明此
结构４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管具有较高的紫外分辨
率，可以在较强的红外及可见光背景下有效地进行

紫外光探测。

入射光波长小于２７０ｎｍ时，器件的响应度随波
长的减小而降低，其解释为：对于波长小于２７０ｎｍ
的入射光，其在 ４ＨＳｉＣ材料内的吸收长度相对较
短，因此，大部分的入射光子将无法在集基反偏 ｐｎ
结被吸收，导致器件在该波段的响应度下降。４Ｈ
ＳｉＣ紫外光电晶体管的长波截止波长约为３８０ｎｍ，
因此，对于波长大于３８０ｎｍ的入射光，理论上该光
电晶体管不存在光谱响应。由模拟结果得出，器件

对波长大于３８０ｎｍ的入射光响应很弱，基本上接近
于零，之所以还存在很小的响应是因为当半导体被

外加电场作用时，其本征吸收限向长波方向移动，

对光子能量小于Ｅｇ的入射光将引起吸收，此效应称
为ＦｒａｎｚＫｅｌｄｙｓｈ效应，从物理上理解为光子协助遂
穿过程。因此，４ＨＳｉＣ光电晶体管的光谱响应在大
于３８０ｎｍ的波段将出现“带尾”现象。

光电晶体管的另一重要参数是光增益系数。图

７为４ＨＳｉＣ光电晶体管在光、暗状态下的ＩＶ特性曲
线。根据图中所得的平均光、暗电流值，除以器件面

积１μｍ２得４ＨＳｉＣ光电晶体管的平均光电流密度为
１０８μＡ／ｃｍ２，平均暗电流密度为１０５μＡ／ｃｍ２，并计算
可得器件光增益为４６０，且随着电压变化光电流与暗
电流差值基本保持不变，即光增益在５Ｖ偏压内恒定
为４６０。

图７　４ＨＳｉＣ光电晶体管光、暗状态下的输出特性曲线
Ｆｉｇ．７　Ｏｕｔｐｕｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｃｕｒｖｅｏｆ４ＨＳｉＣ
ｐｈｏｔｏｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｕｎｄｅｒｏｐｔｉｃａｌａｎｄｄａｒｋｓｉｔｕａｔｉｏｎ

　

图８是光电流的瞬态特性。可以看出在 １ｎｓ
时，光电流达到最大值，可见这种探测器的响应速

度非常快。图９是４ＨＳｉＣ光电晶体管在不同温度
下对相同功率入射光的探测响应曲线。从图中可

以看出温度从３００～７００Ｋ变化时，在紫外光范围内
峰值响应度始终位于波长为２７０ｎｍ处，且响应度随
着温度的增大而明显增大，说明４ＨＳｉＣ光电晶体管

在高温下性能稳定并且具有更高的探测灵敏度。

图８　光电流的瞬态特性
Ｆｉｇ．８　Ｔｒａｎｓｉｅｎｔｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆｏｐｔｉｃａｌｃｕｒｒｅｎｔ

　

图９　探测响应度与温度的关系曲线
Ｆｉｇ．９　Ｒｅｌａｔｉｏｎｃｕｒｖｅｏｆｄｅｔｅｃｔｉｏｎｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙａｎｄｔｅｍｐｒａｔｕｒｅ

　

３　仿真模型的验证与结果对比

由于目前国内不具备制作复杂结构碳化硅器

件的实验条件，而现有文献中也没有看到关于４Ｈ
ＳｉＣ紫外光光电晶体管的报道，为了对仿真模型的
可靠性进行验证，选择德国 ｓｇｌｕｘ公司制造的 ４Ｈ
ＳｉＣｐｉｎ结构紫外光光电二极管作为模拟对象，利
用该器件的结构设计和相关参数，应用本文所建立

的模型对其光谱特性进行了模拟，其结果如图１０所
示。由图可看出，该光电二极管的峰值响应波长也

位于 ２７０ｎｍ附近，对应峰值响应度约为 １３０
ｍＡ／Ｗ。

图１０　 ４ＨＳｉＣｐｉｎ光电二极管光谱响应曲线
Ｆｉｇ．１０　Ｓｐｅｃｔｒａｌｒｅｓｐｏｎｓｅｃｕｒｖｅｏｆ４ＨＳｉＣｐｉｎｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ

　

仿真结果与该公司发布的 ４种不同型号 ４Ｈ
ＳｉＣｐｉｎ结构紫外光光电二极管产品的特性相比相

５　史瑞等：４ＨＳｉＣ紫外光光电晶体管模拟与分析　



当一致，但是模拟时设定的器件面积远小于实际器

件的面积，因而探测灵敏度不一致。排除模型参数

的选取比较理想、模拟中没有考虑材料缺陷以及杂

质的非均匀分布等问题，我们认为此结果基本可以

验证所建模型的可靠性。

图１１是４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管和４ＨＳｉＣｐｉ
ｎ结构紫外光电二极管对相同入射光的探测灵敏度
的对比。从图中可知在２００～３８０ｎｍ响应范围内，
４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管的峰值响应为３００Ａ／Ｗ，而
ｐｉｎ紫外光电二极管的峰值响应为１３０ｍＡ／Ｗ，在
相同探测波段内对相同强度的入射光，紫外光电晶

体管的探测灵敏度要高３个数量级。

图１１　４ＨＳｉＣ紫外光电晶体管与ｐｉｎ
紫外光电二极管探测灵敏度对比

Ｆｉｇ．１１　Ｃｏｍｐａｒｅｏｆｄｅｔｅｃｔｉｏｎｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙｂｅｔｗｅｅｎ
４ＨＳｉＣＵＶｐｈｏｔｏｔｒａｎｓｉｓｔｏｒａｎｄｐｉｎＵＶｐｈｏｔｏｄｉｏｄｅｓ

　

４　结　论

对４ＨＳｉＣ紫外光光电晶体管结构进行优化设
计，结果表明，在 ｎ＋集电区和 ｐ基区的宽度分别为
０．２μｍ和１．８μｍ，掺杂浓度分别为５×１０１８／ｃｍ３和
１×１０１６／ｃｍ３，集电极偏压为５Ｖ，输入光功率密度为
０．１Ｗ／ｃｍ２的条件下，其性能最佳。光电晶体管峰
值响应波长位于 ２７０ｎｍ，最大响应度可达到 ３００
Ａ／Ｗ，光增益为４６０，探测波段为２００～４００ｎｍ，且
在２７０ｎｍ与 ３８０ｎｍ处的响应度比值（紫外可见
比）大于两个数量级，具有较高的紫外可见分辨率，

可以在较强的红外及可见光背景下有效地进行紫

外光探测。室温下的暗电流密度为１０５μＡ／ｃｍ２，且
随着电压变化光暗电流比值基本保持不变，即光增

益在５Ｖ偏压内恒定为４６０。与市售４ＨＳｉＣｐｉｎ
结构紫外光电二极管相比，紫外光电晶体管在相同

波段内的探测灵敏度要高３个数量级。
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